[bookmark: _GoBack]项目名称：光学滤波器晶体生长及微创低应力加工关键技术的研发与产业化
完成单位：山东博达光电有限公司
提名者及提名意见：泰安市科技局
我单位认真审阅了该提名书及附件材料，确认全部材料真实有效，完成人、完成单位排序无异议，相关栏目均符合山东省科学技术奖励委员会办公室的填写要求。
项目完成单位按照山东省科学技术奖励委员会办公室的要求已对该项目进行了公示，公示期间无异议。
该项目研发了晶体单面变温差生长新工艺、研发新型矿化剂、设计，微创低应力晶体加工技术，自主设计晶体单面生长控制板、控制液体旋转内挡板，有效克服了传统工艺晶体产品光学均匀性不稳定、晶体裂隙缺陷及晶体生长面不平整、加工易损伤晶体的问题，大幅度提高晶体及基片质量和收率。
该项目生产的光学晶体每40cm3中10-50μm包裹体个数≤3个；条纹（脉理）缺陷占检测面积的比例S≤1；光学均匀性≤2×10-6，完全达到或高于国际标准 ISO60758-2008标准，年产晶体180吨，基片8000万片，收率提19%，年新增销售收入1500万元，利税582万元，总体技术水平达到世界先进水平。
本项目获国家发明专利1项，实用新型专利2项，发表论文2篇，自主研发了光学晶体生长和基片加工技术，打破国外技术垄断，为我国光学晶体生产技术发展提供了理论基础和实践经验，是光学晶体生长及加工工艺技术发展的新的里程碑。
本项目技术及产品已在上海旼旼光电有限公司等高清数码设备企业广泛应用，都取得了良好的社会经济效益。
对照山东省科学技术授奖条件，建议提名该项目授予2020年度山东省科学技术进步奖三等奖。
项目简介：
我国是世界上人造光学石英晶体的生产大国，同时也是数码摄录像设备、数码相机和数码监控设备的消费大国，但是大多数国内厂家生产的为低端石英晶体产品，无法满足高清数码光学滤波器的技术要求，国内该类产品主要依靠进口，严重制约了国内高清数码摄录像及高档相机和高清数码监控产品、5G通讯用元器件技术的发展。
本项目在深入研究晶体生长动力学，热力学理论、晶体缺陷分布理论的基础上，以降低晶体包裹、条纹（脉理），提高光学均匀性为目标，从合理采用矿化剂浓度，单面晶体生长工艺入手，创建变温差晶体单面生长新工艺、自主研发微创低应力晶体加工技术、研发新型矿化剂，自主设计制造了晶体单面生长控制板、控制液体旋转的内挡板，有效的克服了在单面生长晶体裂隙缺陷及晶体生长面不平整、晶体光学均匀性指标不稳定的问题。
本项目自2014年1月投入运行，年产晶体180吨，基片8000万片，质量均达到国家标准（GB/T7895-2008，GB/T7896-2008），且各项技术指标完全达到或高于国际标准 ISO60758—2008标准，比本传统生产工艺收率提19%，每年增加销售收入1500万元，利税582万元。
本项目实施过程中获国家发明专利1项，实用新型专利2项，发表论文2篇，创造国内完全自主知识产权的光学晶体生长和基片加工技术，促进了我国高清数码摄录像等高清设备广泛普及，打破了国外技术垄断，为我国光学晶体生产技术发展提供了理论基础和实践经验，是光学晶体生长及加工工艺技术发展的新的里程碑。
客观评价：
一、验收评价：
受山东省科技厅委托，泰安市科技局于2013年12月25日组织专家对山东博达光电有限公司承担的国家科技型中小企业技术创新项目“高清数码光学滤波器晶体材料（立项代码11C26213705030）”进行了验收，专家组听取了项目执行情况汇报，审查了验收资料，经质询、讨论，形成如下验收意见：
“项目采用水热温差法、单面生长及选择性控制工艺技术，对矿化剂种类和浓度、晶体生长温度、压力和速率等进行了系统研究，提高了晶体质量，满足了高清数码光学低通滤波器的特殊需求，在执行过程中获两项实用新型专利授权、申请一项发明专利，通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证，产品经国家权威部门检验合格，符合国家相关标准，达到了合同技术指标。”（见附件 10）
二、查新评价
山东省科学技术情报研究所（201037b2801415）
查新结论认为：
“综上所述，国内发现有研究单面生长光学晶体材料生长工艺的文献，但除本查新项目组成员申请的专利（申请号：200810016018、200820021959）外，未发现有与本查新项目设计的晶体单面长控制板相同的文献报道；除查新项目组成员申请的专利（申请号：200810016018、200820021959）外，未发现有光学滤波器晶体材料采用的变温温差法生长工艺、分区域生长工艺的文献报道。”。（见附件11）
三、检验评价
国家建筑材料工业石材质量监督检验测试中心检测报告石中【2013】质测字第003号，
检测结论认为：“按照GB/T7895-2008标准对该单位送检的数码滤波器晶体样品进行了包裹体一项检测，检测结果符合标准Ia级技术要求”。（见附件12）
四、用户评价
晶华光电（无锡）有限公司等公司认为：该项目认真学习国外先进技术，以降低晶体包裹、条纹（脉理），提高光学均匀性为目标，从合理采用矿化剂浓度，单面晶体生长工艺入手，研究开发高清数码光学滤波器晶体材料的新技术，提高了晶体材料的成品率，降低了生产成本，具有广阔的经济和社会效益。
应用情况：
本项目在国内率先成功开发出混合矿化剂水热温差法单面长晶体生长工艺、水热变温温差法生长工艺、晶体单面长控制板设计、双层“旋转”内挡板、低条纹（脉理等）缺陷籽晶培育等关键技术推广应用于批量生产工艺中，大幅度提高了晶体及晶振基片质量。
本项目在山东博达光电有限公司建成年产晶体180吨，基片8000万片生产装置，且各项技术指标完全达到或高于国际标准 ISO60758—2008标准，比本传统生产工艺收率提19%，每年增加销售收入1500万元，利税582万元。
该项目产品提供给行业内日资、台资、及部分国内外企业应用，先后在客户苏州奇盟晶体材料制品有限公司、上海旼旼光电有限公司、晶华光电（无锡）有限公司、等企业应用，反应良好，产品在经过批量生产应用后，完全符合产品设计要求，产品性价比高，对提高光学低通滤波器的技术指标起到了明显作用，同时晶体质量稳定，供货及时，完全可以替代进口晶体，对降低产品成本、扩展国际市场份额、提高品牌国际知名度、创造利润做出了贡献。
主要知识产权和标准规范等目录：
1. 光学低通滤波器基片加工工艺；发明专利；专利号：ZL ZL201210219004.X；
2. 用于光学石英晶体电扩散处理的加持器组件；实用新型；专利号：ZL201721075877.2；
3. 石英晶体籽晶片腐蚀控制装置；实用新型；专利号：ZL201820690805.7
4. 高品质光学级单面生长石英晶体的生长技术研究；论文
5. 可见光及近红外光波段减反射膜的设计与制备；论文
主要完成人情况：
1.姓名：刘盛浦;排名：第一位；行政职务：无；技术职称：高级工程师；工作单位：山东博达光电有限公司；完成单位：山东博达光电有限公司
主要贡献：
本人为对该项目第一、二、三点创新点作出了创造性贡献。支撑材料：实用新型：《用于光学石英晶体电扩散处理的加持器组件》、《石英晶体籽晶片腐蚀控制装置》，论文：《高品质光学级单面生长石英晶体的生长技术研究》；《可见光及近红外光波段减反射膜的设计与制备》。（附件2、3、4、5），研发晶体变温差单面生长新工艺、微创低应力晶体加工技术和石英基片生产工艺、新型矿化剂，自主设计晶体单面生长控制板、旋转的内挡板，大幅度提高光学低通滤波器基片的成品率，大幅度提高光学晶体质量，提高收率，降低生产成本。
2.姓名：王晓刚;排名：第二位；行政职务：无；技术职称：高级工程师；工作单位：山东博达光电有限公司；完成单位：山东博达光电有限公司
主要贡献：

本人对第一点创新点做出了创造性贡献。支撑材料：实用新型专利：《石英晶体籽晶片腐蚀控制装置》附件3，自主研发新型矿化剂，使晶体按照使用需求的部位和尺寸进行生长，对易获得杂质含量的晶体区域进行生长限制，大幅度提高光学晶体质量，提高收率，降低生产成本。 
3.姓名：黄林香;排名：第三位；行政职务：无；技术职称：工程师；工作单位：山东博达光电有限公司；完成单位：山东博达光电有限公司
主要贡献：
本人对该项目第三点创新点做出了创造性贡献。支撑材料：实用新型专利《用于光学石英晶体电扩散处理的加持器组件》附件3，研发微创低应力晶体加工技术和石英基片生产工艺，大幅度提高光学低通滤波器基片的成品率，大幅度提高光学晶体质量，提高收率，降低生产成本。
4.姓名：刘德辉;排名：第四位；行政职务：无；技术职称：工程师；工作单位：山东博达光电有限公司；完成单位：山东博达光电有限公司
主要贡献：
本人对该项目第一点创新点做出了创造性贡献。支撑材料：发明专利《光学低通滤波器基片加工工艺》附件1，研发光学晶体生长工艺，对易获得杂质含量的晶体区域进行生长限制，大幅度提高光学晶体质量，提高收率，降低生产成本。 
主要完成单位及创新推广贡献：
完成单位：山东博达光电有限公司
1、突破传统的晶体双面生长理论，自主研发新型优质籽晶培育工艺、晶体单面生长新工艺、变温差晶体生长工艺，自主研发新型矿化剂，使晶体按照使用需求的部位和尺寸进行生长，对易获得杂质含量的晶体区域进行生长限制，大幅度提高光学晶体质量，提高收率，降低生产成本。
2、自主设计晶体单面生长控制板，有效的克服了在单面生长晶体过程中由于与限制生长模板产生粘连而造成的裂隙等缺陷问题；设计控制液体旋转的内挡板，调整溶液对流路径及与籽晶片的接触方式，有效克服了晶体生长面不平整，针刺裂隙缺陷等问题；设计变温差晶体生长工艺，有效克服了传统工艺晶体生长速度不一致，导致晶体的光学均匀性指标不稳定的问题。
3、根据切割机械应力和热应力理论，自主研发微创低应力晶体加工技术和石英基片生产工艺，由于晶体硬度较大，并且在高温下容易发生相转变，易碎裂，加工难度大，本项目在研发晶体基片的微创加工工艺，通过调整磨料粒度、切割张力、进刀速度、控制冷却剂流量和温度等一系列措施，降低加工损伤层厚度，达到对基片翘曲度、弯曲度、总厚度误差、中心厚度误差等质量参数的控制，大幅度提高光学低通滤波器基片的成品率。
